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Reinninger	Scan 法による六方晶極性結晶 c 面極性判定	

Polarity determination of c plane of hexagonal GaN using Renninger Scan method 
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  Polarities of sapphire and GaN{0001} were determined by Renninger Scan, which is a Phi 
scanning small divergent incident parallel X-ray beam forbidden reflections. 
 
はじめに	

	 JCCG-461)において h-GaN 基板の(0001)結晶面垂直軸をφ軸に沿って回転させるφスキャン FCP	

(	Fixed	Chi	Phi	)	スキャン	 ［Renninger	Scan］２)	法による GaN 結晶基板の新たな評価方法を報告

し，第 10 回ナノ構造・エピタキシャル成長講演会 3)	において平行 X 線ビームの光学系条件（波長，発

散角，ビーム径、受光側のスリットの有無等）とビーム照射面積形状の依存性を調べた.今回六方晶極

性結晶のｃ面 Sapphire を加え Renninger	Scan 法でｃ面 GaN 基板の極性判定が可能なことを報告する．	

実験法 1,2)	 PANAlytical	MRD 装置は Point	フォーカス Cu	Kα1 入射Ｘ線の小発散角可変絞り付き X 線

レンズ（発散角 0.3°)を用いた．Sapphire{0001}と HVPE 成長 GaN{0001}の表裏面([Al][O],	[Ga][N]

面)の禁制反射(0003 と 0001)の FCP スキャン(ｍ面に垂直な[1-100]方向をφ=	0	に設定）を測定し，そ

のピークの強度を比較した．	

実験結果	 図１は Point 測定による Sapphire	基板のφ=	0°（[1-100]方向）を中心に±60°FCP スキ

ャン結果で 0003[Al],000-3[O]禁制反射の平方根表示を示し,図２は 0°〜30°基本領域範囲の 27 個の

ピークを示し 1,4,11,17,21	等は[O]極性が大きい．図 3 は線形表示の GaN 基板の同様の FCP スキャン

結果(Point)で格子定数の違いにより 14 個のピークが観察され 4,8,12 のピークは[N]極性が大きい．	

まとめ	 極性面により構造因子が異なるために、結晶内部の複数格子面での Bragg 回折による多重回

折の大きさに差が出来、遠回り反射 4,5)と呼ばれる禁制ブラッグ反射の位置に観察される強度が極性に

依存するために極性が判定できた．		
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Fig.1  Sapphire[Al]&[O] Renninger Scan Pattern -60-60O.      Fig.2   Sapphire[Al]&[O]     0-30°27 peaks. 
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Fig.3   GaN [Ga] &[N] Renninger Scan Pattern 0-60 O.							Fig.4	GaN [Ga] &[N]  30-60 °  14 peaks.	
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